
データ

GaN基板の表面形状分析GaN基板の表面形状分析

概要

分析事例C0708 2024/04/17 2024/04/17

AFMによるステップ-テラス構造の可視化
測定法 ：AFM
製品分野 ：パワーデバイス, 電子部品, 照明
分析目的 ：形状評価, 構造評価

TEL ： 03-3749-2525     E-mail ： info@mst.or.jp
URL ： https://www.mst.or.jp/

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

ワイドギャップ半導体である窒化ガリウム(GaN)は、パワーデバイスや通信・光デバイスなどの幅広い
分野で用いられています。 デバイスを作製するうえで、ウエハ表面の形状と粗さはデバイス性能に大き
く影響します。GaNウエハを成長させる際、支持基板との格子不整合などによる応力の影響で、表面に
ステップ-テラス構造が形成されます。本資料ではAFMを用いて、GaN基板表面のステップ-テラスの構
造を可視化し、テラス幅、ステップ高さ、表面粗さ、オフ角を評価した事例を紹介します。

■ AFMによるステップ-テラス構造の評価

✔ ステップ-テラス構造を定量的に評価が可能
✔ ウエハ面内の複数箇所を評価することで、バラつき、均一性の評価が可能
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図1. GaN基板のAFM像
（ステップ-テラス構造の可視化）

図2. ステップ-テラス構造のラインプロファイル解析
（テラス幅、ステップ高さの測長）

表1. GaN基板の表面粗さ解析（※1） 単位：nm
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: 0.28 nm

（※1）粗さ解析： ISO 25178に準じて解析

テラス幅：約 100 nm

ステップ高さ：約 0.28 nm

図3. ステップ-テラス構造のモデル図

XRDによるオフ角の平均情報（※2）：0.21°

AFM測定による局所的なオフ角：約 0.16°

（※2）【XRD参考資料：オフ角測定_SiC基板の品質評価（C0280）】
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